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Fig.1には､三つの異 なるタイプの相移をもつ化合物の磁化過程を示 している ;(?)
TbCo2Si2 (TN;45Ⅹ) :磁気モーメントは C面内で常にferrocoupleしており､ゼロ磁場で
は､そのferro層が､ C軸方向に †1I1と配列 している｡磁場によって †1†1 -
†††1 - TT††と車痩すると考えられ､このような過程は､従来の分子場近似に
よって説明できる (図中の破線は､第 3隣接間相互作用まで考慮 して計算 した､理論曲
棉) ｡ (b)PrCo2SiZ (TN-30K):ゼロ磁場では上記と同様の構造をとるが､磁場によって28
層のferro層のうちの 1つ､3つ と順に反転すると考えられ､従来の理論では､とても説
明できそうにない｡最近提案された伊達モデルによって､説明できそうである (破禄)｡
(C)TbNi2Si2(TN-15Ⅹ) :磁気モーメントは､ (110)面内でferrocoupleしてお り､その
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